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Intersecció de la recta de càrrega amb la corba característica del díode
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Portes AND i OR amb díodes
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VA VB A B Vout
0 0 on on  V
0 5 V on off  V
5 V 0 off on  V
5 V 5 V off off 5 V

VA VB A B Vout
0 0 off off 0
0 5 V off on  5 V
5 V 0 on off  5 V
5 V 5 V on on  5 V
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Si A o B on  Vout = VA/B  Vd

Si A o B on  Vout = VA/B + Vd
=   RI

Si A i B off  I = 0 i Vout = 

Si A i B off  I = 0 i Vout = 0
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Muntatge de les portes OR i AND amb díodes
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Connecteu el voltímetre

Connecteu la font de 5 V 
a terra i un punt lliure 
del tauler de connexions

Connecteu la font de 5 V 
amb el born positiu a R
i terra a un punt lliure 
del tauler de connexions
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Si VGS > VT circula ID (on)

ID VDS  0
VGSSi  VGS < VT tall    ID = 0 (off) 

Transistor nMOS d'enriquiment
Es caracteritza amb VT  Threshold Voltage (tensió llindar)

Inversor nMOS (NOT) :
Vin = 0     (off)  Vout = VDD

Vin = VDD (on)   Vout  0
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Portes amb nMOS 
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VA VB A B Vo
0 0 off off 5 V
0 5 V off on  0
5 V 0 on off  0
5 V 5 V on on  0
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VA VB A B Vo
0 0 off off 5 V
0 5 V off on 5 V
5 V 0 on off 5 V
5 V 5 V on on  0
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Si A i B off  ID = 0 i Vo = 5 V 

Si A o B off  ID = 0 i Vo = 5 V 
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Portes amb nMOS 

Inversor nMOS (NOT):
Vin = 0     (off)  Vout = VDD

Vin = VDD (on)   Vout  0
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Muntatge de portes amb nMOS 



Muntatge per veure la corba característica d'un 
díode 

A l'oscil∙loscopi
Comproveu que cap botó està pitjat
Activeu (premeu) X‐Y
Premeu GD als dos canals i centreu el punt
Desactiveu GD i activeu DC 
A1 = 0.2 V/div i A2 = 0.5 V/div 
Determineu V = Vd(1 mA) i Vd(5 mA)

Al generador
DC‐OFFSET i SYM en posició OFF
Apliqueu un senyal triangular de 50 Hz

R = 100 

0. A l'oscil∙loscopi cap botó pitjat,
en particular X‐Y i DC

1. Al generador DC (OFFSET) i SYM en OFF
5. Apliqueu un senyal triangular de 500 Hz
amb tensió pic a pic de 5 V

7. Amb DC feu tot el senyal positiu 
(per sobre ‐2 div a l’oscil∙loscopi)

R = 1 k

Muntatge per veure la corba de transferència d'un inversor nMOS

2. A l'oscil∙loscopi només canal 1 (CH‐1)
amb A1 = 1 V/div i B = 0.5 ms/div 

3. Activeu GD centreu la línia
4. Desactiveu GD i activeu DC
6. Activeu GD poseu la línia a ‐2 div
8. DUAL i A1 = A2 = 1 V/div
9. Activeu X‐Y i determineu VT

7. Connecteu 5V


